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Extracto del descubrimiento

Elémentos gsensibles a la radiacidén electro-
megnética hechos d¢ una capa de materiasl sensible a
la radiacién electromegnética dispuesta sobre un so-
"porte 6 substreto., El neterial senéible'a la radia-

5. _ clén electromagnétice comprende esencialmente uns meoz-

Mod, 615



cla de un compuesto de elementos inorgdnicos .gue, despuds
de uvna exposicidn selectiva y dizcontinva a radiacién elec-
tromagnética queda provisto de¢ partes selectivas y discon-
tinuas por zonas con csracteristicas quimicas y fisioas

5e sensiblemente modificadas como resultado de la exposicidn
g dicha radiacidén electromagnética. Los elementos sensi-
bles a la radiscidn del invento tienen utilidad particu-
lgr para la preparacidén de placas 1itoéréficas, estérci-
dos fotogréficos, placas para letrs iupresa, y divercos

10. articulos fabricados por procedimienios de folo-resisten~

cia y similares.

Intenreferencias a solicitudes relacionadas con
la presente.

Ia solicitud presente es una continvacioén en
parte de la solicitud ntmero de serie 685.923, presenia~
1 da el 27 de noviembre de 1967, y actualmente abandonede,

y se refiere a la solicitud pendiente de nimero de serie

673.410, presentada el 6 de octubre de 1967.

Principios fundamentaleg del invento.

: En la solicitud pendiente ntmero de serie

20, 673.410'se describen elementos sensibles & la radiascién

consistentes tipicamente en una ecapa metdlica recubierta

de una capa de un material capaz de interreaccionar con

el metal o metales de la capa metdlica cuanfo se expone

25. a radiaciones electromagnética incidente como es por ejen
plo, la luz ordinaria. Como resultado de la exposieidn
selectiva y discontinus 6 por zona a la radiscion electro
'magnética con una intefisidad y duracién suficientes para

producir una interreaccidén de las dos capas en las zonas

30. irradiadas, se precduce de wna forma selectiva y disconti-
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nua le formacidén de un producto de interrescidén con carac-
teristicas quimicas y fisicas diferentes de lag zonas no
irradiadas del elemento. Dichos elenentos sensibles & la
radiacién tienen wtilidad particular para la preparacién
de placas litogrédficas de offset y similares, sin elabbrg
cién edicional algune del elemento después de la exposi-
cién, como resultado de la diferencie en cualidades hidrg
files y olebfilas de las partes expuestas de los elementos
gi se compara con las partes no expuestas del mismo. Alter
nativemente, despuéds de la exposicidén, un simple lavado
del elemento en un disolvente apropiado puede dar por re-
sultado otra forma de placa litogrdfica 6 proporcionar un
dibujo 6 configuracién de resistencis pare ulteriores ope-’
raciones de formacién con el fin de preparar otros tipos
de placas litogrdfices u otros articulos.

El presente invento es el resultado del Gescu~
brimiento de que algunos de los nmaterieles descritos en la
solicitud mencionade anteriormente al ser capaces de reac;
cionar con una cepa metdlica bajé la influencia de raéia-'
cién electromagnética quedan dotados de la capacidad de
exhibir caracteristicas flsicas y quimicas, despuds de la
expogicién selective a radiacidén electromagnética, dife-
rentes de las de los mismos naterisles no sometidos a le
expogicidén a radiacidn electromagnética, aln cuando no
exista wna cepa metdlica reactiva. Tales cambios en las -

cualidades quimicas y fisicas dan por resultado, por ejem

'plo, que la relacidn o proporcidn de hidrofilidad a oleo~'

filidad de las zonas expuestas sea diferente de la rela-
cidn de hidrofilidad a oleofilidad de las zonas no espues

.
—

tas,. Ademds, la zonas expuestas y sin exponer exhiben di-
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ferencias en solubilidsd en disolventes particularcs Qué
permiten la obtencién de un zumento gensible en las dife~
rencias entre las relaciones de hidrofilidad a oleofili-
ded de las zonas expuestas y sin exponer, y que proporcig
nan adends aplicaciones adicionsles de los elementos sen~
siblea a la radiacién del invenbo, como es le aplicacidn,

por ejemplo, que utiligé una capa foto-resistente simple

muy efectiva para la fabricecidn de articulos con un aca-

bado particular. Ies diferencias adicionales en propieda
des fisicas y quimicas resultantes de la exposicidn com-
prenden fotoconduetividad, reflectancia, trensmisibilided
y ebsorcibidad, resistividad eléctricé, densidad y reacti
vidad quimice. '

Los diversos objetos y las muchas ?entajas que
ofrece el presente invento resultardn evidente a los ex-
pertos en la materia en el transcurso de la descripcidn

que sigue de algunos ejemplos de los mejores modos halla-

dos para llevar a la prdctica el invento tomando como re-

ferencia los @ibujos adjuntos en los que los mismos nime-
ros de referencia se refieren a partes iguales 6 equiva-

lentes, y en los que:

Breve descripeidn e los dibujos.

La figura 1, es una representacién esquemdtica,
parcialmente en perspectiva y parcialmente en seccidn, de

un elemento sensible a la radiacidén segin el presente in-

'vento en el proceso de gSer expuesto de una forma selecti-

ve y discontinua a radihecidn electromagnétice.

Ia figura 2, es una vista similar e la fijura 1,
pero represents el elemento sensible a la radiacidén Ges-

pués de la exposicidn aelectiva.deiseontinua a raediacién
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electromegnética.
. la figura 3, es wna vista similar a la figura 2,
pero representa el elemento sensible a la radiacidén des-

pués Ge heber sido sometido a la accidén de un disclvente

apropiado; ¥

Ia figura 4, es wna vista similar a la figura 3,

vero representa el elemento sensible a la radiacidn expueg

“to después de haber side sometido a la accién de un disol-

vente capaz de disolver el material del soporte ¢ substrato

del mismo.

Descripeidn detallada de las modalidades preferidas

Refiriéndonos a los dibujos, y de un modo mids
perticular a la figura 1, de los mismos, se ilustra esque-

méticamente, parcialmente en perspectiva y parcialmente en

. seccidn, un elemento tipico sensible a la radiacidn 10 que

comprende una capa sensgible & la radiacidn 12 dispuesta ad
herida sobre un substrato o soporte 14. EL soporte o subg

trato 14 puede ser cualquier material conveniente que for-

"ma une cepa, por ejemplo,-de varias centésimas de milime-

tros de grosor ¢ més gruesa, configurada con cualquier for
na convenieate que puede ser plana, curvada 0 cualguier
otra forma. El material del soporte ¢ substrato 14 puede
ser papel 6 cartulina, pldstico, ¢ ldmina metdlica de un
metal como es el ecinc, aluminio, u otro metal que muesire
una baja reactividad con el material de la capa 12. Puede
éer conveniente disponer una capa intermedia (no ilustrada)
entre la capa 12 y el sgbstrato.14, hecha por ejemplo de
resina, leca, pldstico, oro, cristael de silicio y otros,.
para evitar por ejemplo, la interreaccién expontdnea 6 in-

ducida por la radiacidn entre la capa 12°y el substrato 14
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cuando los materimles son cépaces de interreamccionar.

El materisl de la sensible a la radiacidén 12 consiste,
preferiblemente, en un compuesto inorgdénico 6 una mezcia,
de las que se citan conmo ejemplo:. Sulfuros metélicoé, co
mo son los sulfuros de arsénico, sulfuros de antimonio,
sulfuros de cadmio, sulfurcos de bismuto, sulfuros de cro-
mo, haluros nmetélicos como son el yoduro de plomo, cloru-
ro de cobre, cloruro de mercurio, seleniuros metdlicos co
mo es el seleniuro de arsénico, compuestos de arsénico-
azutre y mezclas, compuestos y nmezclas de arsénico-azufre-
haldégeno, siendo dicho haldgeno preferiblemente yodo, clo
ro 6 bromo, y mezclas de dxido de arsénigb-azufre-antimo~

nio. Se observerd que se he descublerto que los compues- -

t0s no necesitan prepararse en proporciones estequidmétri

cas precisas y que muchos de los compuestos 6 mezcles se
preparan en una forma cristalina, Se observerd también

que se pueden introducir elementos adicionales en las mez

clas y compuestos descritos con el fin de modificar cier-

tas caracteristicas, siendo dichos elementos adicionales

-poxr ejeﬁplo el yodo, bromo y plata.

Algunos de log materizles sensibles a la radia-
c¢idén preferidos comprenden calcogenuros, por ejemplo, sul
furos de arsénico como son el trisulfuro de arsénico y
pentasulfuro de arsénico que son senaibles a exposicidn a
radiacidén electromagnética, inciuyendo la luz visible, y

que pueden ofrecer unas ventajas respecto a su bajo costo,

‘facilidad de manufactura, large duracién en almacenamien-

$0 y una resistencia mecénica sustancial permitlendo su
manejo sin tener que adoptar precauciones fuera de lo nor

mael, El material sensible a la radiecidén forme una capa
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adherente por cubrimiento 12 de unos cuvantos amstrongs Ge
grosor a unes cuantas centésimas de milimetro gue ge apli
ca sobre el substrato ¢ soporte 14 empleando cualguiera
de los métodos apropiados 6omo son la vaporizacién y con-
densacién sobre el subsirato 6 soporte 14, preferiblemente
en atmbsfera reductora 6.anfriéndo rdpidamente los vapo-
res en condiciones no pxidantes. La sublimacioén catédica
electrodeposicidn iénica y otras similares son técnicas
de aplicacidén Wtiles. El enfriamiento rdpido es un efec-
to muy importante de los tipos anteriores de preparacidén
¥ se ha hallado conveniente en algunos casos el disponer
el enfriamiento del calor del substrato 6 proteccién a la
radiacidn con el fin de crear un érado preferido de foto-
sensivilidad. Un método alternativo para zplicar la-capa
sensible a la radiacidén 12 sobre el substrato 14 es prepa
rando une solucidn de la mezela sensible a la radiacidn 6
compuesto en un disolvente epropiado 6 en un vehiculo de
suspensidén liquida apropiade como puede ser una solucidn
acuosa de carbonato potdsico, hidréxido amdnico,'gliceri-
na 6 agua, y pintendo o rociando wna superficie del sopor
te o substrato con la solucidén o vehiculo liguido, segui-
do & discrecién por la evaporacidn del disolvente o vehi-
culo liquido, dejando de este modo gobre la superficie del
goporte o subsitrato una delgada cepa del materiel sensible
a la radiacidén electromagnética.

Un'ejeh 1o'tipico adicional de preparacién de
3% b

‘un elemento sensible a <la radiscién congiste en preparar

una nezcla de arsénico~-azufre-yodo, rica en yods para pro
porcioner fluidez, recubrir el substreto medlante pulveri

zacién, pintado 6 inmersidn, y evaporar la mayoris del yo
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do para formar un recubrimiento durb de arsénico~-azufre
sobre el substrato.

Alternativamente, el materiel sensible a le ra-
diacién puede encontrarse en forma de fino polvo que se
aplica a la superficie del substrato por ejemplo. frotando
simplemente dicha superficie con el citado polvo.

Con el fin de aurentar la adherencia entre la

capa sensible a la radiascidén 12 y el substrato 14, se pue

de disponer una capa interfacial, no ilustrada, consisten
te en un berniz, laca, cemento 6 similar sobre la superfi
cie del substrato 14 antes del recubrimiento con la cepa

de material sensible 12, evitardo asi dicka cepa adicio-

nal interfac@al le interreaccipn entre la capa y el subs-
trato ¥y sus_materiales respectivos fueran susceptibles de
reaccionar entre si, segin se ha mencionado anteriormente,
Ia sensibilidad a la radiacién de un materiel predetermi-

nado puede realzarse mediante tratamiento térmico del ma-

teriel, como es el calentamiento del elemento sensible a

la radiacién preparado seguido-por un rdpido enfriamiento
consistente en enfrier rdpidamente el elemento caliente.
Cuando se emplean los métocos alternetivos de preparar el
elemento sensible a la radiacidn por evaporacidén del matg
risl sensidle a la rediacién y condensacién de los vepo-
res sobre el substrato, sezin se ha mencionado anterior-

mente, el proceso de evaporascidm, condensecién,,se reali

‘za de forme que se enfrie rdpidamente el material conden-
"sedo a medide gue se condensa sobre el substrato. Dicho

enfriamiento répido del material condensado 6 enfriasmicn-

to del meterial preparado por otros métodos parece ser

une etapa muy importante para profucir un grado util de
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fotosensibilided pers la mayoria de.lds materiales, relé-~
cionados anteriormente, y.utilizados en la preperascidn de
elementos sensibles a lz rediscidn segin el presente in-~
vento. '

En algunos césos es un factor critico que la tem
peretura del depdsito no exceda de 200¢C, y preferiblemen
te se ﬁantenga lo m4s préxima posible a 252C, 6 ain menor,

El materiel sensible & la radiacién gue forma

la capa 12, obtenido por deposicidén de vapor es "monoliti

ce", 6 sea, en forme de un conpuesto masivo homogéneo no
particulado 6 mezcla de composicidén y estructura constan~
tes por toda la masa del materisl, y el materiel carece
de grano al qontrario gue los ¢atériales normales fotosen
sibles. |
Cuando se efectua el recubrimiento Gel substra-
to enluciendo el substrato en unea soiucién 6 vehiculo 1i-
guido gque contiene el material sensible ¢ aplicando sobre
la superficie del substrato un polvo finc de material, sg
gun los métodos alternativos descritos en la preéente, el
recubrimiento resultante sensible a la radiaciodn estd for
medo, como es légico, por una multitud de grancs muy fi-
nos yugtapuestos que, se ha averiguado, tienen un tamafio
generalmente inferior a una micra. No obstente, se obser
varéd que al contrario que las emulsiones fotograficas de

tipo tredicional, el grano no es funcional en término de

velocidad fotogréfica. Ios materisles sensibles a la ra-

‘discién del presente inwento no dependen de le existencia

de dichos granos separados de materiel sensible para con- -
seguir la finalidad de exhibir cambios en las caracteris~

ticas fisicaes y quimicas como resultado de la exposicién
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a radiacidén electromegnética.

Ios elementos sensibles a la radiacidén electro-
magnética preparado segﬁnAel‘presente invento tienen casi
wna vida ilimitada en elmacenamiento y, cuando se deses
utilizer wun elemento pera los fines indicados, se expone
de una forma selectiva y disconbtinua a radizcidn electro
magnética 16, por ejemplo, pero sin que ésto sea limita-
¢cién alguna, a radiacién luminics, 6 similar, que incida
seglin se indica en la figure 1, sobre la superficie de la
capa reective a la redicacibén electromegnética 12 a tra-
vés de una miscara apropiada, segun se ilustra en 18, 6
alternativenente, proyectando una imagen apropiada de ra-
diecién electromegnética sobre la auperficie ée la capa
sensible a la radimcidén 12 empleando cualquier medio apro
§iado normsl de proyeccién de imagenes. En el sjemple )
jlustrado, la méscera 18 tiene purtes, segin se indica en
20, sensiblemente no transmisoras Ge la radiacidn electro

magnética 16, mientras gue otraes pertes, segin se indica

"en 22, son sensiblemente transmisoras de diche radiacién,

Por consiguiente, se irradian zones discontinuss, segin
se indice en 22, de la capa sénsible a la radiacidén 12
con ls radiscidén electiromegnétice 16 mientres que otres
zmones, segun se indica en 16, quedan précticemente prote-
gidas de la sceidn de la radiacién electromagnética.

Como resultado de dicha irrediacién selectiva y

discontinua del elemento sensible & la radiacién electro-

‘megnética 10, se producge la formacién de una imagen, en

algunos casos visible, representada por las dreas de su-
perficie 24 en las figuras 1 y 2 con caracteristices qui

mices y fisicas diferentes ée las zonas de superficie sin
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exponer 26 de la capa sensible 12. 'Sé ha averiguado que
con ung cepa delgeda 12 de, por ejemplo, disulfuro de &ar-
gsénico o0 pentasvlfuro de arsénico, dispvestas sobre un
substrato 6 soporte 14, después de una exposicién discon-
tinug y selectiva a8 radiacidén electromagmética como es
una luz blanca intensa d'similér, la hidrofilidad de las

zonas expuestas 24 de la capa sensible 12 aumenta relati-

vamente con relacién a las Ge las zonas sin exponer 26

hagta un grado considerable permitiendo que el elemento
sensible a la radiacidén expuesto se pueda utilizer cbn
eficecia como placa litogrifica positiva o cilindro, 6 si -
miler, para impresién de offset. Como es ldégico, dGichos
articulos tipogrdficos no quedan iimitados sélamente &
plecas litogrdficas puesto que la tinta u otras susténcias
0leb6filas con un aditivo que puede ser por ejemplo conduc
tivo, resistivo, opaco 6 decorativo, producen ariiculos -
acabados que Se preparan ﬁe une forma simple y tienen una
gran utilidad. Ias cintas que se endurecen pare producir
letras en realce es otro buen ejemplo. Con la'cépa 12 he
cha de trisulfuro de arsénico, las zonas sin exponer 26

de la superficie de la capa sensible 12 son oledéfilas, lo
cual en este caso no gueda limitado solamente a grasas 6
aceites especificos sino que incluye cuslquier compuesto

0 mezcls con une afinidad selectivemenie controlable para

esta finalidad hasta el punto de gue durante el entintado

"de la placa 6 ciiindfo, subsiguiente a2 la humectacidn de

"la superficie total de-la placa o cilindro, dichas zonas

de superficie sin exponer aceptan ls tinta, mientras que
las zones expuestas 24, &l ser virtualmente hidréfilas,

une vez que se han humedecido con agua 6 ‘con la mayoria
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de las soluciones acuosas, rechazardn 1la tinta.

Las partes de drea expuestas 24 del elemento sen
sible a la radiacidén 10 exhiben también una diferencia en
solubilidad en disolventes predeterminados si se compara
con la solubilidad en el mismo disolvente de las partes de
érea sin exponer 26, Por ejemplo, los elementos sensibles
& la radiacidn, que tienen una capa 12 Ge trisulfuro de ex
génico o pentasulfuro de arsénico, exhiben un aumento pro-
nunciado de solubilidad de la superficie expuesta 24 en el-
gunas soluciones acuosas filuido, como son las goluciones
acuosas diluldas de hidréxido aménico, si se compara con
la parte de drea de superficie sin exponer 26, de forma
que bajo la accién .de tales éoluciones dilufdas de hidré-

xido de amonio o0 similares, sobre el elemento expuesto 10

de la figuré 2, se obtiene una placa o elemento segun se

ilugtra en 11 en la figura 3 que presenta discontinuidades
de la capa 12, segun se indica en 18, correapondienteé a
les dreas de superficie de la capé 12 gue hen sido previa
mente expuestas a radiacién electromagnética y. que fisicg
mente exponen‘éreas de superficie correspondientes 30 del
substrato o soﬁorte 14. Otros disolventes que se han ea-
contrado apropiados comprenden el sulfuro @e sodio, hiérd
xido de amonio, carboneto de poiasio y ciertos detergen-—
teg comerciales.

Alternativamente, se puede hacer que las zonas

expuestas 24 resistan la disolucién en disolventes 0 soln

-eiones en los que las dreas sin exponer 26 sean relative-

mente solubles por medio de disolventes gselectivos como
es el carbonato de litio, o concentraciones controladas

de coabinaciones de trifosfato-polifosfato .de sodio.
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Esto d4 por resultado una place litbgréfica negetiva 0 -
similer si se compara con la placa positiva obtenida se-
gin se ha explicado enteriormente empleando hidréxido de
amonic y otros.

5 Ia soluvbilidad selectiva de lag zonas expuestas
6 sin exponer depende de la nsturaleza del dis&lvente,
concenfracién y/0 pH. Se puede emplear un disolvente da-
do cuando se prepara eh forma concentrada parg disolver
de wn modo selectivo zonas expuestés-y en forme relativa-

10, mente dilulds para disolver de un modo selectivo zonas
gin exponer. Por ejemplo, un elemento sensible a la re~-
diacién que tenga una capa sensible 12 de trisulfuro de
arsénico pue@e elaborarse para_fofmar una capa litogrdfi-
ca-ﬁositiva humedeciendo con esponja la superficie del

15. elemento o empapédndolo en ung solucién satureda de fosfa-
to-carbonato de sodio & la temperatura del ambiente. Uti
lizando la misma solucidén de fosfato-carbonato de.sodlo a
la temperatura del ambiente, pero diluido a una propor-
cién de 10 & 1, 10 partes de egua por una parte de la 80

20. lucién, se podria elaborar la misma placa para la obten-
cién de una placa negativa. UNo obstante, si la solueidn
diluida se calienta por lo menosg 8 35-408C, la placae se
formaria de nuevo en una placa positiva.

Las ventajas que ofrece los elementos sensibles

25, e le radiacién del invento consistentes en poder ser ela-

' ‘borados después de 1la exposicién con el fin de obtener
‘une placa litcgréfica positive 6, de otro modo, una placa
negetive segun la téenica de elaboracidn elegida, es un
aspecto muy importante del presente inventovpuesto que per

30. mite utilizar idénticos elementds para conseguir resulta-
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dos opuestos., Se observard gque la Eapa sensible puede uti
lizarse como capa protectora para la febricacién do estor-
cidos fotogrdficos y, de hecho es Util en si como elemento
de estercido. En este caso, la capa sensible 12 se dispo-
ne gobre un substrato de cristal 14 ¢ similar y después de
ung exposicién discontinua se disuelve de una forma selec-

tiva para formar un elemento de estarcido consisiente en

la cepa sensible expuesta que se convierte en una zona no

transamisora de la radiacidn y las zonas disueltas dejardén

expuestos fisicamente_el'substrato que definiré la zona
transmitiva. '

Ias ventajas éue ofrecen dichos estarcidos foto-
grdficos son numerosas y comprgndén une elevada resolucidn,

ung definicidén de lineas ¢ bordes muy pronunciada, simpli~

~¢idad de elaboracibn y, en algunos casos, transparencia a

la radiascidén en la parte visible del especiro combinada

con una eleveda opacidad e los rayos ultravioleta, permi-

tiendo un registiro directo.

En el ejemplo del elemento sensible a la radia-
cién que tiene una cepe sensible 12 hecha de trisulfuro o
pentasulfuro de arsénico, después de su exposicién selec-
tiva y discontinua a radiacidn electromagnética y su disg
Jucién de las zonas expuestas en un disolvente apropiado,
es evidente que si se elige el meterial del substrato 6

soporte 14 de forma que su superficie sea hidréfila, las

‘zonas sin exponer 26 de la capa sensible 12 serdn oledfi-

"las, si se compara con-las zonas expuestas eliminadas ahg

ra por un disolvente apropiado de la swperficis del subs-
trato o soporte, figura 3. Es evidente gque si el material

del substreto o soporte 14 puede disolverse en un disolven
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te apropiado en el que las'bartes restantes 26 chfespon-
dientes a las zonas sin exponer de la capa gensible 12
son virtuslmente insoluble, las pertes restantes 26 de la
capa 12 actdan como capa protectofa a la accién de dicho
disolvente, de modo que se obiendrd wn articulo sezin se
ilugtra en la figura 4 provisto de zonas rebajadas corres
pondientes & las gonaz originalmente expuestas a la radia
cién electromagnética. Se puede hacer que dichas zonas
rebajadas se extiendan en profundidad a través de todo el
grosor del soporite o substreto 14 para formar sberturas .
configuradas, segun se ilustra-en 32 en la figura 4, Qe

una manere précticamente similar al fresado quimico. Ia

accidn del disolvente puede detenerse en cualquier momen- .

to que se desee pare obtener una profundidad c¢ontrolada

de las zonas rebajadas, Dicha téenica es util para la mg
nufacture de placas pars impresidén litogrdfica, reticulos,
fotograbados y diversas piezas mecdnicas por ejemplo.

Do este modo se observard que el presente inven
to proporciona la obtencidén de piaéas litogréficas por ne
dios simples y convenientes y proporciona también un mateg
rial protector para le manufactura de una variedad de ar-
ticulos empleando métodos cowmparables a los procedimien~
tos tradieionalés de foto-resistencis y es muy superior a
ésto respecto a calidad, costos ¢ simplicidad de manufac-
tura.

Se observerd ademds, que el presente invento

 describe un descubrimiznto de un nuevo material que nos

engefia que ciertos materiales inorgénicos pueden compor-
tarse como capas protectoras fotoregistentes y superfi-

cies fotolitogrdficas., Ios conceptos descritos en la
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memoria presente utilizen una exposicidn a radiacién elec-
tromnagnética que produce cambios no perjudiacieles en las
propiedades quimicas y fisicas de los materiales Sensibles
& la radiacidén que se pueden utilizar en algunos casos sin
necesidad de tratamientos auxiliarss ¢ subsiguientes para
producir articulos acabados. i
N O T A |

Descrita suficientemente la naturaleze del in-
vento, asi como la manera de realizerlo en la préctica, _
debe hacerse consitar que las disposiciones anteriormente
indicadas, son susceptibleé de modificaciones de detalle
en cuanto no alteren su principioc fundamental; también
se hace constar que el invento se refiere a una solicitud
de patente presentada en Horteanérica, con fécha 1. de
agosto de 1968, bvajo el nimero Ser. No. 756.709, acogién-
dose, por lo tanto, & los beneficios que conceden los Con

venios Internacionales en vigor, siendo lo que constituye

la esencia del referido invento, y por lo que se solicita

Patenfe @e Invencidn por 20 afios en Espaﬁa; sobre: "Proce
dimiento'para elaborar un elemento sensible a la rediacidn
electromagnédtica; caracterizéndose por lo sigulente:

1.= Procedimiento para elaborar un elemento sen
osible a la radiacidén electromegnétice, que comprende el
disponer sobre un gubstrato une capa adherente de un mate-

rial inorgdnico y exponer dicha capa de una foria discon-

tinua y selectiva a radiacién electromegnética para for-

mar zonas expuestas discontinuas de dicha capa con carac-
teristicas quimicas y flsicas diferentes a las de aquellas

zonas discontinuas sin exponer.

2.- Procedimiento segln la reivindicacidn 1, cg



5.

10.

15.

20.

30.

- 17 -

racterizado porgue comprendé adends el someter dicha capa
a la zceidén de un disolvente adaptado para disolver de
una forma diferencial dicha oépa en funcidén a dicha expo-~
sieldén a radiacidn electromegnétics. '
3.~ Procedimiento segun la reivindicecién 1, ca-

racterizado porque comprende adeiuds la operacidn de recu-
brir de un modo selectivo dicha capa con un material que
tenga afinidad con dichas zones expuestas diferente a la
que tiene con dichas zonas sin exponer.

. 4 .~ Procedimiento segin la reivindicacidén 1, oa-
racterizado porgue dicho materisl es un calcaogenuro.

~ 5.~ Procedimiento sezin la reivindicacidén 1, ca-

racterizado porgque dicho materiai se elige.de un grupo que.

-comprende sulfuros metdlicos, haluros metdlicos y seleniu-

fos metdlicos.

6.~ Procedimientos gsegiin la reivindicacién 1, ca-
racterizado porque dicho material se elige de un grupo que
comprende sulfuros de arsénico, sﬁlfuros de antimonio, sul
furos de plata, sulfuros de bismuto, sulfuros de cromo,
yoduro de plomo, cloruro de cobre, ecloruro de mercurio,
seleniuro de arsénico, ¥y mezcias de 6xido de arsénico-azu-
fre, selenio-azufre, arsénico-azufre-haldggno ¥y argénico-
azufre-antimonio.,

7.~ Procedimiento segin la reivindicacién 1,
caracterizado porque la hidrofilidad y oleofilidad de

diches zonas expuestas es diferente a la hidrofilided y

-oleofilidad de dichas gzonas sin exponer.

8.~ Procedimiento segin la reivindicacidn 1, ca-

racterizado porque el material de dicha capa adherente se
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dispone sobre dicho substrato condens
trato vapores de dicho material. :
9,- Procedimienfo éegﬁn la reivindicecidn 1, ca~
racterizado porque el material de dicka capa es sulfuto de
arsénico depositado en vapor y la capa'depbs%?ééa se¢ man-
tiene prédcticamente a la temperatuia deljambiénﬁé durante
la condensacién del vapor y después de dicha condensacidn.
10.~ Procedimiento segin la reivindicescidn 1, ce-
racterizado porque el meterial de dicha capa se calienta y
enfrig mediante enfriamiento rdpido.

1l.- Procedinmiento segin la reivindicacién 1, ca=-
racterizado porque el materisl de diche capa se dispone sg
bre dicho substrato recub;iendo'éiqho suﬁstrato(con un ve-
hicﬁlo 1iguido que contiene dicho materisl.

12.- Procedimiento segin le reivindicacidn 1, cg-

racterizado porque el material de dicha capa se encuentra

en forma de polvo.

13.- Procedimiento para elaborar un elemento sen-

"sible & la radiacién electromagnética; tel y como queda

sustencialmente descritio en la presente liemorisa e ilustre-

-sAdibujos.
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